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１．概要（Summary） 

 文部科学省・GRENE 事業の研究の一環として高効率

電力変換用パワーデバイスを目指し、物質材料研究機

構(NIMS)と共同で高性能化が期待できる圧電薄膜

Pb(Zr,Ti)O3 (以下 PZT)を用いた FETデバイスを開発

している。京大においてはダイヤモンド基板上にナノ

ハブ保有のスパッタ装置を用い、PZT薄膜を形成した。

NIMSにおいて作製したデバイスの C-V、I-V特性を

行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 多元スパッタ装置 B1 

【実験方法】 

多元スパッタ装置を用い、ボロンをドープした導電性ダ

イヤモンド基板（Diamond Materials 社製）の上に直接

PZT薄膜を形成（下部電極なし）した。得られたPZT薄膜

（ポストアニールなし）の結晶構造解、PE ヒステリシスルー

プ測定および C-V、I-V特性測定を NIMSで実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion 

 Fig. 1 に 1 インチダイヤモンド基板上に直接成膜した

PZT膜を示す。Fig. 1に示すように、上下電極を形成して

いる。PZT膜の結晶構造を X線回折装置で調べたところ、

ペロブスカイト構造を示した。 

   

Fig. 1 Photograph of PZT thin film deposited on B- 

doped diamond substrate. 

 

Fig.2 PE hysteresis curve of PZT thin film deposited 

on diamond substrate. 

 

Fig. 2に PEヒステリシスカーブを示す。強誘電体

特性を示していることがわかる。 

Fig. 3にNIMSと協力して測定したC-V特性を示す。

得られた結果は、これまで報告されている圧電薄膜／ダイ

ヤモンド とは異なる振る舞いを示しことがわかった。 

    

Fig. 3 Applied field dependence of current density 

for PZT/Diamond device. 
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